
Abkürzungen und Symbole

Symbole

Tabelle B.2: Verwendete Symbole und Einheiten

A – Diodenqualitätsfaktor

A1,2 [eV] Absorptionskanten der QE-Spektren

α(λ) [m−1] Absorptionskoeffizient

β [◦] Öffnungswinkel der Cantileverspitze

C [F] Kapazität zwischen Cantilever und Probe

CH [Nm] Hamaker-Konstante

∆ω [Hz] Frequenzverschiebung im noncontact-AFM

e [As] Elementarladung, e = 1.602189×10−19 As
�E [V/m] Elektrische Feldstärke

E00 [eV] Charakteristische Tunnelenergie

Ea [eV] Ativierungsenergie

EB [eV] Grenzflächenbarriere

Ebind [eV] Bindungsenergie

EC [eV] Lage des Leitungsbandminimums

∆EC [eV] Leitungsbanddiskontinuität

EF [eV] Lage des Fermi-Niveaus

EF,p,EF,n [eV] Lage der Quasi-Fermi-Niveaus im p- bzw. n-Halbleiter

Eg [eV] Energie der Bandlücke

Ekin [eV] Kinetische Enbergie

E� [eV] Lage des lokalen Vakuumniveaus

EPhoton [eV] Photonenenergie

EV [eV] Lage des Valenzbandmaximums

∆EV [eV] Valenzbanddiskontinuität

EVac [eV] Lage des Vakuumniveaus

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

ε0 [As/Vm] Dielektrizitätskonstante, ε0 = 8.8542×10−12 As/Vm

εp,n – relative Dielektrizitätskonstanten des p- bzw. n-Halbleiters

εS [As/Vm] Dielektrizitätskonstante des Halbleiters

η [%] Wirkungsgrad

F [N] Kraft zwischen Cantileverspitze und Probe

Fes [N] Elektrostatischer Beitrag zur Kraft F

FF – Füllfaktor

FN [N] Normalkraft zwischen Cantileverspitze und Probe

FvdW [N] Van der Waals Beitrag zur Kraft F

I(t) [A] Verschiebungsstrom

IB [mW/cm2] Beleuchtungsintensität

J [A/m2] Stromdichte

J0 [A/m2] Sperrsättigungsstromdichte

Jph [A/m2] Photostromdichte

JSC [A/m2] Kurzschlussstromdichte

k [N/m] Federkonstante des Cantilevers

kB [J/K] Boltzmann-Konstante, kB = 1.38066×10−23 JK−1

ke f f [N/m] Effektive Federkonstante des Cantilevers

L [µm] Länge der Cantileverspitze

Ldi f f [nm] Diffusionslänge

Le f f [nm] Effektive Sammlungslänge

λ [nm] Wellenlänge

m∗ [µg] Effektive Masse des Cantilevers

Na,d [cm−3] Konzentration der Akzeptoren bzw. Donatoren

Nin [cm−2] Grenzflächenzustandsdichte

NSS [cm−2] Oberflächenzustandsdichte

ni [cm−3] Intrinsische Ladungsträgerkonzentration

n, p [cm−3] Konzentration freier Elektronen bzw. Löcher

Φ [eV] Austrittsarbeit

∆φS [eV] Oberflächendipol

∆φin [eV] Grenzflächendipol

ϕ(�r) [V] Elektrisches Potential

QSS [As] Ladung der Oberflächenzustände

QSC [As] Ladung in der Raumladungszone

QE(λ) – Quanteneffizienz

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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r [nm] Radius der Cantileverspitzepitze

R [m−3s−1] Rekombinationsrate

RS,RP [Ω] Serien- und Paralelwiderstand

ρ(z) [cm−3] Ladungsträgerdichte

T [K] Temperatur

T ∗ [K] Charakteristische Temperatur für eine Störstellenverteilung

τ [s] Lebensdauer der Ladungsträger

V [V] Spannung

Vac [V] Wechselspannung zwischen Cantilever und Probe

Vdc [V] Kompensationsspannung zwischen Cantilever und Probe

Vb [V] Bandverbiegung

VCP [V] Kontaktpotential

VD [V] Diffusionsspannung

VOC [V] Leerlaufspannung

VS [V] Oberflächenbandverbiegung

Vx,Vy,Vz [V] Regelspannungen der Piezoelemente

ω [kHz] Erste Resonanzfrequenz des Cantilevers

ω2 [kHz] Zweite Resonanzfrequenz des Cantilevers

ωac [kHz] Frequenz der Wechselspannung Vac

WSCR [nm] Weite der Raumladungszone

Wp,n [nm] Ausdehnung der Raumladungszone in den p- bzw. n-Halbleiter

χ [eV] Elektronenaffinität

χ∗ [eV] Effektive Elektronenaffinität

zmin [nm] minimaler Spitzen-Proben-Abstand
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Abkürzungen

Tabelle B.3: Verwendete Abkürzungen

AFM Atomic Force Microscopy

AGC Automatic Gain Control

ALD Atomic Layer Deposition

AM Amplituden Modulation

CBD Chemical Bath Deposition

CP Contact Potential

DH-Test Damp-Heat-Test, Test zur beschleunigten Alterung von Solarzellen

EDX Energy Dispersive X-ray Analysis

EFM Electrostatic Force Microscopy

FM Frequenz Modulation

HOPG Highly Oriented Pyrolytic Graphite

KPFM Kelvin Probe Force Microscopy

LBM Leitungsbandminimum

MFM Magnetic Force Microscopy

PES Photo Electron Spectroscopy

IPES Inverse Photo Electron Spectroscopy

QE Quanteneffizienz

REM Raster Elektronen Mikroskopie

rf radio frequency

RTP Rapid Thermal Process

SCM Scanning Capacitance Microscopy

SCR Space Charge Region

SPM Scanning Probe Microscopy

SPV Surface Photo Voltage

STM Scanning Tunneling Microscopy

TCO Transparent Conductive Oxides

TEM Transmission Electron Microscopy

UHV Ultrahigh Vacuum

UPS Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy

VBM Valenzbandmaximum

XES X-Ray Emission Spectroskopy

XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

XRD X-Ray Diffraction
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